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schematisch dargestellten Ausfulhrungsbeispielen wird die Erfindung im
folgenden naher erlautbrt. Die Erfindung betrifft eln Verfahren nach dem
Es zeigen Oberbegriff des Anspruchs I und eine Vorrichtung      FIG I eine
perspektivischeAnsicht oinerGurtver- nach dem Oberbegriff des Anspruchs 6
zum Gurten   5   packung, von SMT-fahigen Halbleiterchips und eine damit
be-    FIG 2 eine Vorrichtung zum Gurten tellweise im stuckte SMD-Platine
nach dem Oberbegriff des An-      Schnitt und spruchs 8.
FIG 3 einen Ausschnitt einer SMD-Platine. >1      Das technische Problem
besteht darin, einen ge-    In FIG 1 ist sine Gurtverpackung zum Gurten der
eignet ausgebildeten Halbleiterchip automatisie-  10  SMT-fahigen
Halbleiterchips I dargesteilt. Die Halb- rungsgerecht fOr die
Weiterverarbeitung und Verbin-  leiterchips 1, die auf ihrerOberflache bis
zur Chipkan- dung mit elner SMD(Surface Mounted Device)-Platine  te
geffihrte Strelfenkontakte 2 (FIG 3) aufwelsen, anzubieten. Zu diesem Zweck
wird belispielsweise vor-  sind bereits vereinzelt im Waferverband auf eine
geschiagen, bel Halbleiterchips, die Im Scheibenver-  Selbstidebefolie 6
(FIG 2) aufgebracht. Auf des Foi- band auf einer Halbleitersubstratscheibe
in einer ge-  15  enband 3, das auf eine Spule 15 aufwickelbar ist, wird
wOnschten Schichtenfolge monoiithisch erzeugt wer-  sine Kiebeschicht 4
selektiv aufgebracht. Das Fdien- den, deren von einer Isollerschicht
umgebene Kon-  band 3 ist In diesem Beispibl auf ein mit elner Trans-
taktfenster mit Streifenkontakten zu versehen, wobei  portperforation 7
versehenes Tragerband 5 aufge- jeder Streifenkontakt vom jeweiligen
Kontaktfenster  bracht. Die auf dem Folienband 3 aufgebrachten auf der
Isolierschicht bis zur Chipkante geffhrt ist.  20   Halbleiterchips I
werden zweckmaMig noch mit einer Derartige Halbleiterchips sind SMT(Surface
Mount   Schutzfolie 8 abgedeckt, die in diesem Beispiel U-for-
Technology)-fhig.                                  mig ausgebildet Ist. Die
Haibleiterchips 1 werden Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, sin
nacheinander von der Selbstldebefolile 6 (FIG 2) ge- Verfahren und sine
Vorrlchtung der eingangs ge-    l8st und in definierten Abstinden auf das
Folienband nannten Art und sine damit bestfckto SMD-Platine   25   3
aufgebracht und mit diosem verklebt. Zum Aufkie- anzugeben, bel denen sine
automatisierte Montage   ben der Halbleiterchips I mit der Ruckseite auf
das der Haiblelterchips ermoglicht wird.               Folienband 3 lst die
in FIG 2 gezeigto Vorrichtung be- Diese Aufgabe wird erfindungsgemra durch
sin   sonders geeignet. Verfahren nach dem Anspruch 1, durch sine Vorrich-
Mit der in FIG 2 dargestellten Vorrichtung werden tung nach dam Anspruch 6
und durch eine SMD-Pla-  3o  die SMT-fahigen Halbleiterchips 1, die bereits
verein- tine nach dem Anspruch 8 gel8st.                   zelt Im
Waferverband auf einer Selbstklebefolie 6 auf- Vorteilhafte Ausgestaltungen
bzw. Weiterbildun-  gebrachtsind, die inzwei Spannringe 16eingekiemmt gen
der Erfindung sind Gegenstand zusitzlicherAn-  ist, auf das Folienband 3
zum Gurten aufgebracht. sprOche.
Das Folienband 3 wird an vorgegebenen Stellen mit Die SMT-falhigen
Halbleiterchips konnen beim   35  einer Klebeschicht 4 versehen, auf die
die Halbleiter- Gurten entweder mit ihrer RMckseite oder mit ihrer  chips I
aufgeokebt werden. Die vereinzeitsn, im Vorderseite auf sin mit einer
Kiebeschicht verseho-  Waferverband befindlichen Halbleiterchips I werden
nes Folienband aufgebrachtwerden. Das Folienband  in sinem geringen Abstand
von < 0,2mm uber das auf hat zum Transport sine entsprechende Perforation,
einem X-Y-Kreuztisch 10 gefuhrte Folienband ge- oder es wird zur
Versteifung mit einem entsprechen-  40  bracht. DerWaferverband wird
mittels eineroptoelek- den Tragerband versehen, des dann die Transport-
tronischen Justiereinrichtung 11 zu dem aui dem X- perforation aufweist.
Die Kiebeschicht wird selektiv  Y-Kreuztisch 10 geffihrten Folienband 3 so
ausge- aufgebracht. Zum Schutz der Halbleiterchips wird
richtetdaBdieaufzubringendeFlache,d.h.indiesem zwischen das Folienband bzw.
das versteifte Follen-  Beispiel die Rickseite des Halblelterchips I
jeweils band sine Schutzfolie zwischengewickelt.      45  einer mit der
Kiebeschicht 4 versehenen Stelle des Die mit der Erfindung erzielten
Vorteile bestehen  Folienbandes 3 gegenfiberliegt. Zum Sto~en des
insbesondere darin, daR folgendes erreicht wird:   Halbleiterchips I aus
dem Waferverband auf die je- - Extreme Packungsdichte.
weilige mit der Kiebeschicht 4 versehene Stelle des - Elastische Verbindung
zur Platine fiber den   Folienbandes 3 ist sine Stoivorichtung 9 vorgese-
Leitkieber.                              50  hen, die vorzugswelse als
elektromechanisch betrie- - Hochste Bestrickungslelistung
boner Druckstift (push down pin) ausgebildet Ist - Problematischer
LUtprozeB kann entfallen.        Diese Ausffhrung ist nun besonders
geeignet, (Dieserwird bei kIlinerem Leadabstand Immer   mit der
beschriebenen Vorrichtung die SMT-Mhigen kritischer).
Halbleiterchips I direkt auf sine SMD-Platine zu brin- - Gute
Warmeabfuhrung aus dem Halbleiterkri-  5s  gen. Eine solche SMD-Platine ist
in FIG 3 dargestellt. stall auf die Leiterbahn bzw. Platine, da kurze  Um
die Halbleiterchips I auf die SMD-Platine 12 auf- Wege von den Obergangen
(Junctions).          zubringen, dreht man die Spule 15 (FIG 1) um 1808
Anhand von in den Figuren der Zeichnung rein    undzieht das mit den
Halblelterchips 1 bestuckte Fo- 2   
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die Halbleiterchips wieder mit  Waferverband auf Selbstkiebefolie (6)
befindli- der Adtivseite, d.h. mit der Vorderseite bzw. mit der  chen
Halblelterchips (1) in einem geringen Ab- die Streifenkontakte 2
aufweisenden Seite nach un-    stand von S 0,2mm Ober das Folienband (3)
ge- ten weisen. Die SMD-Platlne 12 ist auf den            bracht werden,
dall der Waferverband so ausge- Anschluapads 13 beispidsweise durch ein
Sieb-   5     richtet wird, daS die zu verbindende Fliche je-
druckverfahren mit Leitideber 14 versehen. Die auf    wells eines
Halbleiterchips (1) elner mit Kleber(4) elnem X-Y-Kreuztisch 10 (FIG 2)
befindliche SMD-      versehenen Stelle des Follenbandes (3) gogen- Platine
12 fihrt nun in die sogenannte push down-    riberliegt, und dalB der
Halbleiterchip (1) mittels Position, und der Halbleiterchip 1 wird mit
seinen    einerStoBvorrichtung(9)ausdemWaferverband Streifenkontakten 2 auf
die mit Leitkieber 14versehe-  10  auf die mit Kieber (4) versehene Stelle
des Foli- nen Anschlulpads 13 gedrdckt und durch Adhasion       enbandes
(3) gestofen und mit diesem verhlebt Obernommen. Die Klebeverbindung wird
dann durch       wird. eln geeignetes Aushartbverfahren gefestigt. Sofern
die Halblelterchips I mit der Vorderselte  6. Vorrichtung zum Gurten von
SMT-fahigen Halb- auf des Folienband 3 aufgebracht werden sollen, ist  ts
leiterchips,  die  bereits  vereinzeit  im es notwendig, dalB die im
Scheibenverband verein-     Waferverband auf elner Selbstkiebefoile aufge-
zelten Halbleierchips 1 auf der Selbstkiebefolie 6    bracht sind, dadurch
gekennzelchnet, daB auf (FIG 2) nochmals umgeklebtwerden. Sodann konnen
ein Folienband (3) an 'vorgegebenen Stellen eine die Haibleiterchips mitdem
beschriebenen Verfahren    Kiebeschicht (4) aufgebracht ist, daB% der
verein- bzw. der Vorrchtung auf das Follenband 3 aufge-  20   zelte, im
Waferverband auf Selbstidebefolie (6) brachtwerden. DerAnwenderkann
beldieserAusffh-        befindliche Halblelterchip (1) in elnem geringen
rungsform des Gurtens nun die Halbleiterchips I mit   Abstand von 5 0,2mm
Ober das auf einem X-Y- der an sich bekannten sogenannten pick and place-
Kreuztisch (10) geffihrte Follenband (3) gebracht Methode von dem
Folienband 3 abnehmen.               ist, daB derWaferverband mittels
eineroptoelek- 25     tronischen Justiereinrichtung (11) zu dem auf dem
X-Y-Kreuztisch (10) geffhrten Folienband Oatentansprflche
(3) so ausgerichtet ist, dali die aufzubrngende Flache eines
Halbleiterchips (1) einermitderiWe- 1. Verfahren zum Gurten von SMT-fahigen
Halblel-      beschicht (4) versehenen Stelle gegenriberliegt, terchips,
die auf ihrer OberflAche bis zur Chip-  30  und daell zum Stolen des
Halbleiterchips (1) aus kante geffhrte Streifenkontakte aufweisen und
dem Waferverband auf die mit der Kleberschicht bereits vereinzelt im
Waferverband auf einer      (4) versehene Stelle des Folienbandes (3) eine
Selbstklebefolie aufgebracht sind, dadurch ge-    StoBvorrichtung (9)
vorgesehen ist. kennzelchnet, daB auf ein Folienband (3) selek- tiv eine
Kiebeschicht (4) aufgebracht wird, und   35  7. Vorichtung nach Anspruch 6,
dadurch gokenn- daB die Halbleiterchips (1) nacheinander von der  zeichnet,
daBl. die StoBvorichtung (9) ein elek- Selbstklebefoile (6) gelost und In
definierten Ab-  tromechanisch betriebener Druckstift ist. standen auf das
Folienband (3) aufgebracht und mit diesem verklebt werden.
8. Verfahren zum Bestfcken einer SMD-Platine mit 40      SMT-fahigen
Halbleiterchips, die in definlerten 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekenn-         Abstanden auf ein Follenband aufgebracht und zeichnet,
dall, das Folienband (3) mit einerTrans-  mitdiesemveridebtsind, dadurch
gekennzeich- portperforation (7) versehen wird.                net, daB die
mit Anschlulpads (13) versehene und aufelnem X-Y-Kreuztisch (9) befindliche
Pla- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekonn-  45    tine (12) an
vorgegebenen Stelien auf den zoichnot, daB das Folienband (3) auf ein mit
ei-  AnschluBpads (13) mit einem Leitkieber (14) ver- ner
Transportperforation (7) versehenes Trager-   sehen wird, und daB die
Halbleiterchips (1) aus band (5) aufgebracht wird.
dem Folienband (3) heraus auf die mit Leitkleber (14) versehenen
Anschlullpads (13) gedrfckt 4. Verfahren nach einem derAnsprfche I bis 3,
da-  5o  und auf diesen befestigt werden. durch gekennzelchnet, dalR die
auf dem Folien- band (3) aufgebrachten Halblelterchips (1) mit ei- ner
Schutzfolie (8) abgedeckt werden.          Claims 5. Verfahren nach einem
derAnsprflche I bis 4, da-  5s  1. Process for the strip mounting of
SMT-capable durch gekennzeichnet, dalB das Folienband (3)     semiconductor
chips, which have ribbon contacts an vorgegebenen Stellen mit einer
Kiebeschicht    led on their surface up to the chip edge and are (4)
versehen wird, daB die verelnzelten, im       applied already separated in
the wafer matrix to 3   
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characterised in that an ad-  push down pin. hesive layer (4) is applied
selectively to a foil tape (3), and In that the semiconductor chips (1) are
8. Process for mounting an SMD board with SMT- detached sequentially from
the self-adhesive foil  capable semiconductor chips, which are applied (6)
and applied at defined separations to the foil   5  at defined separations
to a foil tape and bonded tape (3) and bonded thereto.
thereto, characterised in that the board (12), which Is provided with
connection pads (13) and 2. Process according to Claim 1, characterised in
located on an X-Y cross table (9), is provided at that the foil tape (3) Is
provided with a transport  prescribed locations on the connection pads (13)
perforation (7).                          10       with a conductive
adhesive (14), and In that the semiconductor chips (1) are pressed out of
the 3. Process according to Claim 1, characterised in     foil tape (3)
onto the connection pads (13) provid- that the foil tape (3) Is applied to
a carrier tape (5)  ed with conductive adhesive (14), and mounted provided
with a transport perforation (7).         on said connection pads. 15 4.
Process according to one of Claims 1 to 3, char- acterised in that the
semiconductor chips (1) ap-  Revendicatlons plied to the foil tape (3) are
covered with a protec- tive foil (8).                                  1.
Procdd pour mettre dans une bande des micro- 20      composants
semiconducteurs adapt6s A la tech- S. Process according to one of Claims I
to 4, char-    nique de montage en surface TMS, qui posse- actefised in
that the foil tape (3) is provided at pre-  dent, sur leur surface, des
contacts en forms de scribed locations with an adhesive layer (4), in
bandes qui s4tendent jusqu'au bord du micro- that the separated
semiconductor chips (1) locat-  composant et qui sont d6posds d6jA en 6tant
se- ed in the wafermatrixon self-adhesive foil (6) are  25  pares les uns
des autres en une tranche semi- brought at a slight separation of 5 0.2 mm
over    conductrice sur une feuille autoadhhslve, carac- the foil tape (3),
in that the wafer matrix is aligned  tWrls par le falt qu on depose de
fagon selective in such a way that in each case the surface of a   une
couche de coils (4) sur une feulles (3) en for- semiconductor chip (1) to
be connected is oppo-    me de bande et qu on dhtache successivement site a
location of the foil tape (3) that is provided   30  les microcomposants
semiconducteurs (1) de la with the adhesive (4), and in that the
semiconduc-  fouile autoadhhsive (6) et qu'on les dhpose A des tor chip (1)
is pushed by means of a pusher (9)    distances dhfinles sur la feuille en
forme de ban- from the wafer matrix onto the location of the foil  de (3)
et qu'on les colle a cetto dernibre. tape (3) that is provided with the
adhesive (4), and bonded to said tape.                   35  2. Proced6
suivant la revendication 1, caractbrisM parle fait qu'on munit la feuille
en forms de bands 6. Device for the strip mounting of SMT-capable       (3)
de perforations de transport (7). semiconductor chips that have already
been ap- plied separately in the wafer matrix to a self-  3. ProcWdh
suivant la revendication 1, caracthris6 adhesive foil, characterised in
that an adhesive   40  parle fait qu'on dhpose la feuille en forms de ban-
layer (4) is applied at prescribed locations to a foil  de (3) sur une
bands de support (5) comportant tape (3), in thatthe separated
semiconductor chip  des perforations de transport (7). (1) located In the
wafer matrix on self-adhesive foil (6) Is brought at a slight separation of
5 0.2  4. Procodh suivant lFune des revendications I A 3, mm over the foil
tape (3) guided on an X-Y cross  45  caractdris6 par le fait qu'on recouvre
les micro- table (10), in that the wafer matrix is aligned by  composants
semiconducteurs (1) dhposhs sur la means of an
optoelectronicalignmentdevice (11)    feuille en formede bands (3),
d'unefeuille de pro- with respect to the foil tape (3) guided on the X-
tection (8). Y cross table (10) in such a way that the surface of a
semiconductor chip (1) to be applied is oppo-  5o  5. Procodh suivant lNune
des revendications 1 A 4, site a location provided with the adhesive layer
caracthris6 par le fait qu'on applique une couche (4) and in that a pusher
(9) 18 provided for the pur-  de colle (4) en des emplacements
prhdetermines pose of pushing the semiconductor chip (1) from    surla
feuulle en forme de bands (3), on ambne les the wafer matrix onto the
location of the foil tape  microcomposants semiconducteurs (1) shparhs (3)
that is provided with the adhesive layer (4).   55  les uns des autres et
6tant en tranche semicon- ductrice sur la feulile autoadhhsive (6), A une
dis- 7. DeviceaccordingtoClaim6,characterisedinthat        tance petite
50,2 mm au-dessus de la feuille en the pusher (9) is an electromechanically
operated  forme de bands (3), on align. Ia tranche semicon- 4  



7                   EP 0 472 086 B1                8 ductrico de manibre
quo la surface A reller res-  (3) et on les fixe sur ces plots. I!I I   M
! 1 pectivement d'un microcomposant semiconduo- tour (1) se situe on
vis-a-vis d'un emplacement, pourvu de la colle (4), de la feuille en forme
de bande (3), et on repousse le microcomposant se-   5 miconducteur (1) au
moyen d'un dispositif de poussee (9), hors de la tranche semi- conductrice,
sur l'emplacement, pourvu de la col- le (4), de la feuille en formo de
bando (3). et on colle le microcomposant sur cetto bando.  10 6. Dispositif
pour mettre sur une bando des micro- composants A semlconducteurs adaptes a
la technique de montage on surface TMS, qui sont dejA d6pos6s d'une manlere
separee les uns des   15 autres, on une tranche somiconductrice sur une
feunle autoadh6sive, caract6rise par le fait qu'une couche de colle (4) est
depose en des em- placements pr6d6termines sur une feuille en for- me de
bands (3), le microcomposant semicon-  20 ducteur s6pare (1) etant on
tranche semiconduc- trice sur la feuille autoadhesive (6), est amene A une
distance petite :0,2 mm au-dessus de la feuille on forms de bando (3)
amen6e sur une ta- ble A mouvements crois6s X-Y (10), la tranche   25
somiconductrice est alignee au moyen d'un dis- positif d'ajustement
optoelectronique (11) sur la feullle en forms de bando (3) amenee sur la
table A mouvements crols6s X-Y (10) de maniere que la surface devant etre
appliquee d'un microcom-  30 posant semiconducteur (1) soit sitube on
via-A- vis d'un emplacementgarni de la couche de colle (4), et quo pour
repousser le mbcrocomposantse- mlconducteur (1) hors de la tranche
semiconduc- trice sur l'emplacement, pourvu de la couche de   35 colle (4),
de la feuille en forms de bands (3), il est pr6vu un dispositif de poussee
(9). 7. Dispositif sulvant la revendication 6, caracterise par le fait qus
le dispositif de pouss6e (9) est une   40 tige d'ejecthon actionnee d'une
manibre electro- mecanique. 8. Procede pour equiper une carte adaptea A la
technoiogie de montage en surface TMS avec   45 des microcomposants
semlconducteurs TMS ap- tesa A tre montes on surface, qui sontd6pos6s a des
distances df inies sur une feuille en formo de bande et sont colls A cette
dernibre, caracterise par le fait qu'on applique une colle conductrice  5o
(14) en des emplacements pred6tormines de la carte (12), qui est pourvue de
plots de raccorde- ment (13) et qul se trouve sur une table a mou- vements
croises X-Y (9), sur les plots de connexion (13), et on applique les
microcompo-  5s sants semiconducteurs (1) sur les plots de connexbon (13)
pourvus de la colle conductrice (14) en lea retirantde lafeullle en formede
bando 5    


